
공개특허 특2003-0082325

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

G02F 1/136

(11) 공개번호

(43) 공개일자

특2003-0082325

2003년10월22일

(21) 출원번호 10-2002-0020990

(22) 출원일자 2002년04월17일

(71) 출원인 엘지.필립스 엘시디 주식회사

서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 허정수

경상북도칠곡군석적면중리224-1LG중리기숙사204동419호

(74) 대리인 박장원

심사청구 : 없음

(54) 액정표시장치 및 그 제조방법

요약

본 발명은 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 기판을 준비하는 단계와; 상기 기판 상에 게이트 전극을 형성하

는 단계와; 상기 게이트 전극 상에 3000Å 두께의 제1게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 제1게이트 절연막 상에

1000Å 두께의 제2게이트 절연막과 2000Å 두께의 액티브층을 형성하는 단계와; 상기 액티브층 상에 소오스 전극 

및 드레인 전극을 형성하는 단계와; 상기 소오스 전극 및 드레인 전극 상에 보호막을 형성하는 단계와; 상기 보호막 

상에 드레인 전극의 일부와 접속되는 화소 전극을 형성하는 단계로 이루어진다.

대표도

도 3b

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 개략도.

도 2a내지 도 2e는 종래 박막트랜지스터의 제조방법을 도시한 공정 수순도.

도 3내지 도 3e는 본 발명의 박막트랜지스터의 제조방법을 도시한 공정 수순도.

도 4는 CVD 증착장비의 구성요소를 개략적으로 표시한 개략도.

*** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ***

1: 기판 3a: 제1게이트 절연막

3b: 제2게이트 절연막 3: 게이트 절연막
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4a: 반도체층 4b: 오믹컨택층

4: 액티브층 5a: 소오스 전극

5b: 드레인 전극 6: 칼라필터

7: 액정 8: 보호막

9: 화소 전극 11: 콘택홀

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 대한 것으로, 특히 액정표시장치의 공정시간을 단축킬 수 있는 액정표시장치의 제조방법

에 관한 것이다.

액티브 매트릭스(Active Matrix) 구동 방식의 액정표시장치는 스위칭 소자로서 박막트랜지스터(Thin Film Transist

or)를 이용하여 자연스러운 동화상을 표시하고 있다. 이러한 액정표시장치는 브라운관에 비하여 소형화가 가능하여 

휴대용 텔레비전이나 랩탑(Lap-Top)형 퍼스널 컴퓨터등의 모니터로서 상품화되고 있다.

일반적으로, 상기와 같은 액정표시장치는 도1에 도시한 바와 같이 스위칭 소자(19)를 포함하는 하부기판(10)과 칼라

필터(6)를 포함하는 상부기판(20)이 서로 대향되도록 배치되고, 상기 하부기판(10)과 상부기판 사이(12)에는 액정(7)

이 주입된 액정층(30)이 형성되어 있다.

상기 하부 기판(10)에는 각 픽셀마다 배치되어 액정에 신호 전압을 인가하고 차단하는 박막트랜지스터(19)는 유리기

판 또는 플라스틱 기판 상에 형성되어 주사신호가 인가되는 게이트 전극(2)과, 상기 주사 신호에 대응하여 데이터 신

호를 전송하는 반도체층(4a)과 반도체층(4a)의 양측 상부에 n+ 도핑된 오믹 접촉층(ohmic contact layer)(4b)으로 

구성된 액티브층(4)과, 상기 액티브층(4)과 게이트 전극(2)을 전기적으로 격리시켜주는 게이트 절연막(3)과, 액티브

층(4)의 상부에 형성되어 데이터 신호를 인가하는 소오스 전극(5a)과, 데이터 신호를 화소 전극에 인 가하는 드레인 

전극(5b)과, 소오스 전극(5a) 및 드레인 전극(5b)을 보호하는 보호막(8)으로 이루어져 있다. 그리고 드레인 전극(5b)

은 컨택홀(11)을 통하여 화소 전극(9)과 연결되어 있다.

또한, 박막트랜지스터(19)가 형성된 영역을 제외한 각 픽셀의 화소영역에는 상기 박막트랜지스터(19)를 통하여 인가

된 신호 전압을 액정셀에 가해주고, 백라이트로부터 입사되는 백라이트광이 투과할 수 있도록 투명한 ITO 물질로 형

성된 화소전극(9)이 형성되어 있다.

상기와 같이 구성된 박막트랜지스터의 게이트 전극(2a)에 하이 레벨(high level)을 갖는 게이트 신호가 인가되면 액

티브층(5)에 전자가 이동할 수 있는 채널(channel)이 형성되어 소오스 전극(5a)의 데이터 신호가 액티브층(5)을 경유

하여 드레인 전극(5b)으로 전달된다.

반면에, 게이트 전극(2a)에 로우 레벨(low level)을 갖는 게이트 신호가 인가되면 액티브층(5)에 형성된 채널이 차단

되어 드레인 전극(5b)으로 데이터 신호의 전송이 중단된다.

이하, 도면을 참조하여 상기와 같이 구성된 박막트랜지스터의 제조방법에 대하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 2a내지 도 2d는 박막트랜지스터의 제조방법을 도시한 것으로, 먼저 도2a에 도시한 바와 같이, 도 2a에 도시한 바

와 같이, 하부 기판(10) 상에 금속 물질을 스퍼터링 하여, 포토레지스트(photo resist)를 이용한 사진 식각(photo-etc

hing) 방법으로 패터닝(pattering) 하여 박막트랜지스터의 게이트 전극(2)을 형성한다.

그 다음, 도 2b에 도시한 바와 같이, 게이트 전극(2)이 형성된 하부 기판(10)상에 절연 물질을 전면 증착하여 2000Å 

두께의 제1게이트 절연막(3a)을 형성한 다음, 다른 증착장비로 옮긴 후, 상기 제1게이트 절연막(3a) 상에 2000Å 두

께의 제2게이트 절연막(3b)을 형성한다. 이때, 상기와 같이 게이트 절연막을 연속하여 4000Å 증착하지 않고 제 1 및
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제2 게이트 절연막으로 나누어서 증착하는 이유는 게이트 절연막을 단일층(4000Å)으로 성장하는 도중 이물질의 성

장을 억제시키기 위해서이다. 이후, 상기 제2게이트 절연막(3b) 상에는 비정질 실리콘(amorphous-Si)으로 이루어진

반도체층(4a)과 인(P)이 도핑된 n+ 비정질 실리콘으로 이루어진 오믹 접촉층(4b)을 연속 증착한 후, 패터닝하여 박

막트랜지스터의 액티브층(4)을 형성한다.

그 다음, 도 2c에 도시한 바와 같이, 액티브층(4)과 게이트 절연막(3) 상에 금속 물질을 전면 증착한 다음 패터닝한다.

이때, 패터닝된 금속 물질층은 박막트랜지스터의 소오스 전극(5a) 및 드레인 전극(5b)이 된다.

그 다음, 도 2d에 도시한 바와 같이, 노출된 반도체층(4a)을 포함하여 소오스 및 드레인 전극(5b) 등이 형성된 게이트

절연막(3) 상에 보호막(8)을 전면 형성한 다음, 상의 보호막(8) 부분에 드레인 전극(5b)의 일부분을 노출시키도록 콘

택홀(11)을 형성한다.

그 다음, 도 2e에 도시한 바와 같이 보호막(8) 상에 ITO 물질을 스퍼터링을 이용하여 전면 증착한 다음, 패터닝하여 

화소 전극(9)을 형성한다. 상기 화소 전극(9)은 콘택홀(11)을 통해 박막트랜지스터의 드레인 전극(5b)과 전기적으로 

연 결된다.

상기 제1 및 제2 게이트 절연막, 액티브층을 증착하는데 있어서, 현재 9대의 증착장비(CVD:Chemical Vapor Deposi

tion)가 사용되고 있는데, 이때, 제1게이트 절연막을 증착시키기 위해서 3대 그리고 제2게이트 절연막 및 액티브층을 

증착시키는데 5대의 증착장비가 할당되어 있으며, 제1 및 제2 게이트 절연막과 액티브층을 동시에 증착할 수 있는 장

비가 1대 할당되어 있다.

그러나, 상기와 같이 제1게이트 절연막을 증착시키기 위해 할당된 장비수 보다 제2게이트 절연막 및 액티브층을 증착

시키기 위한 증착장비수가 많지만 실질적으로 공정라인에서는 제1게이트 절연막을 증착시간보다 제2게이트 절연막 

및 액티브층을 증착시키는데 소요되는 시간이 약 5배정도 더 길다. 이에 따라, 제1게이트 절연막을 증착시킨 후, 제2

게이트 절연막 및 액티브층을 증착시키기 위해 대기해야하는 시간이 길어져 생산력을 저하시키는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해서 이루어진 것으로, 제1게이트 절연막의 두께를 기존보다 약 

1000Å 두껍게 증착하고 제2게이트 절연막을 기존보다 약 1000Å 얇게 증착하여 제1게이트 절연막 증착 후, 제2게

이트 절연막 및 액티브층을 증착하기 위해 대기해야하는 대기시간을 줄여 생산효율을 높일 수 있는 액정표시장치의 

제조방법을 제공하는데 있다.

기타 본 발명의 목적 및 특징은 이하의 발명의 구성 및 특허청구범위에서 상세히 기술될 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 액정표시장치의 제조방법은 기판을 준비하는 단계와; 상기 기판 상에 게이트 전극

을 형성하는 단계와; 상기 게이트 전극 상에 3000Å 두께의 제1게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 제1게이트 절

연막 상에 1000Å 두께의 제2게이트 절연막과 1000Å 두께의 액티브층을 형성하는 단계와; 상기 액티브층 상에 소

오스 전극 및 드레인 전극을 형성하는 단계와; 상기 소오스 전극 및 드레인 전극 상에 보호막을 형성하는 단계와; 상

기 보호막 상에 드레인 전극의 일부와 접속되는 화소 전극을 형성하는 단계로 이루어진다.

이하, 첨부한 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 3a내지 도 3e에 도시한 것은 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법을 도시한 공정수순도이다.

먼저, 도3a에 도시한 바와 같이 유리 또는 플라스틱 기판(1)을 준비하고, 상기 기판(1) 상에 금속물질을 증착한 다음, 

포토레지스트를 이용한 사진식각방법으로 패터닝하여 박막트랜지스터의 게이트 전극(2)을 형성한다.

그 다음, 도 3b에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 전극(2) 및 기판(1) 상부 전면에 SiN 또는 SiO와 같은 절연 물질을 C

VD(Chemical Vapor Deposition) 장비를 이용하여 약 3000Å 두께의 제1게이트 절연막(3a)을 증착한다.

이때, 사용되는 CVD(Chmical Vapor Deposition) 장비는 도 4에 도시한 바와 같이 A, B, C, D 네 개의 증착실(23)과,

상기 증착실(23)로 유입되기 위해 기판이 대기하고 있는 로더부(21)와, 상기 증착실(23)내의 온도를 올려주기 위한 

히터부(heater;25)로 구성되어 있으며, 3000Å 두께의 제1게이트 절연막(3a)을 증착하기 위하여 3대의 CVD장비가 
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사용되고 있다. 이하, 상기 제1게이트 절연막(3a)을 증착하기 위한 3대의 CVD장비를 제1증착 장비라 한다.

그 다음, 도 3c에 도시한 바와 같이, 제1증착 장비에서 형성된 제1게이트 절연막(3a)의 상부에 이물질을 제거하기 위

한 세정공정을 거친 뒤, 제1게이트 절연막(3a)이 형성된 기판을 다시 다른 CVD 장비로 로딩(loading)시켜 상기 제1

게이트 절연막(3a) 상부 전면에 제1게이트 절연막(3a)과 동일한 물질로 제2게이트 절연막을 약 1000Å 두께로 증착

한 후, 상기 제2게이트 절연막(3b) 상부 전면에 2000Å 두께의 비정질 실리콘층과 n+ 비정질 실리콘층을 연속하여 

증착한다. 이때, 할당된 CVD 장비수는 5대이며, 이하, 상기 제2게이트 절연막(3b) 및 액티브층(4)을 증착시키기 위한

5대의 CVD장비를 제2증착 장비라 한다.

상기 게이트 절연막 및 비정질 실리콘층과 n+ 비정질 실리콘층을 포함하는 액티브층을 형성하는 조건을 종래와 비교

해보면, 종래에는 제1증착 장비에서 증착되는 제1게이트 절연막의 두께는 약 2000Å이고, 제2증착 장비에서 증착되

는 제2게이트 절연막 및 액티브층의 두께는 각각 2000Å으로, 제1증착 장비에서 제1게이트 절연막(2000Å)의 증착

을 위해 소요되는 시간에 비해 제2증착 장비에서 제2게이트 절연막 및 액티브층(2000Å+2000Å)의 증착을 위해 소

요되는 시간이 약 4∼5배 정도 길어지기 때문에 물류의 흐름이 원활하게 진행되지 못하는데 비하여, 본 발명은 제1증

착 장비에서 증착되는 제1게이트 절연막의 두께를 기존보다 약 1000Å 두껍게 증착하고 제2증착 장비에서 증착되는 

제2게이트 절연막을 기존보다 약 1000Å 얇게 증착하여 제1게이트 절연막 증착 후, 제2게이트 절연막 및 액티브층을

증착하기 위해 대기해야하는 대기시간을 줄일 수가 있다.

즉, 제1게이트 절연막은 3000Å 두께로 증착시켜 제1증착 장비에서 제1게이트 절연막을 증착하는데 소요되는 시간

을 증가시키고, 제2게이트 절연막은 1000Å 두께로 증착시켜 제2증착 장비에서 소요되는 시간을 감소시킴으로써, 물

류의 흐름을 원활하게 진행할 수가 있다.

상기한 바와 같이 제2게이트 절연막(3b) 및 액티브층(4)을 증착한 다음, 게이트 전극(2)에 대응하는 제2게이트 절연

막(3b) 상부에 비정질 실리콘층과 n+ 비정질 실리콘층을 패터닝하여 액티브층(4)을 형성한다. 상기 액티브층(4)은 

패터닝된 비정질 실리콘(amorphous-Si)으로 이루어진 반도체층(4a)과 인(P)이 도핑된 n+ 비정질 실리콘으로 이루

어진 오믹 접촉층(4b)을 포함하고 있다.

이후에, 상기 액티브층(4) 상부에 금속 물질을 전면 증착한 다음, 포토레지스트를 이용한 사진식각방법으로 패터닝하

여 상기 반도체층(4a) 중심부의 소정부분이 노출되도록 박막트랜지스터의 소오스 전극(5a) 및 드레인 전극(5b)을 형

성한다.

그 다음, 도 3d에 도시한 바와 같이, 상기 노출된 반도체층(4a)을 포함하여 소오스 전극(5a) 및 드레인 전극(5b)의 상

부 전면에 보호막(8)을 증착한 다음, 상기 보호막(8) 부분에 드레인 전극(5b)의 일부분이 노출되도록 콘택홀(11)을 형

성한다.

그 다음, 도 3e에 도시한 바와 같이 상기 보호막(8) 상부 전면에 ITO 물질을 스퍼터링을 이용하여 증착한 다음, 패터

닝하여 화소 전극(9)을 형성한다. 상기 화소 전극(9)은 콘택홀(11)을 통해 박막트랜지스터의 드레인 전극(5b)과 전기

적으로 연결된다.

상기한 바와 같은 과정을 통하여 제작된 본 발명의 액정표시장치는 도 3e에 도시한 바와 같이, 유리기판 또는 플라스

틱 기판 상에 형성되어 주사신호가 인가되는 게이트 전극(2)과; 상기 주사 신호에 대응하여 데이터 신호를 전송하는 

반도체층(4a)과 반도체층(4a)의 양측 상부에 n+ 도핑된 오믹 접촉층(ohmic contact layer)(4b)으로 구성된 액티브

층(4)과; 상기 액티브층(4)과 게이트 전극(2)을 전기적으로 격리시켜주며 약 3000Å 두께로 형성된 제1게이트 절연

막(3a)과, 제 1게이트 절연막(3a) 상에 약 1000Å 두께로 형성된 제2게이트 절연막(3b)으로 이루어지는 게이트 절연

막(3)과; 액티브층(4)의 상부에 형성되어 데이터 신호를 인가하는 소오스 전극(5a)과; 데이터 신호를 화소 전극에 인

가하는 드레인 전극(5b)과; 소오스 전극(5a) 및 드레인 전극(5b)을 보호하는 보호막(8)으로 이루어져 있으며, 상기 드

레인 전극(5b)은 컨택홀(11)을 통하여 화소 전극(9)과 연결되어 있다.

또한, 박막트랜지스터(19)가 형성된 영역을 제외한 각 픽셀의 화소영역에는 상기 박막트랜지스터(19)를 통하여 인가

된 신호 전압을 액정셀에 가해주고, 백라이트(미도시)로부터 입사되는 백라이트광이 투과할 수 있도록 투명한 ITO 물

질로 형성된 화소전극(9)이 형성되어 있다.

상기와 같이 제작된 박막트랜지스터의 게이트 전극(2)에 하이 레벨(high level)을 갖는 게이트 신호가 인가되면 액티

브층(4)에 전자가 이동할 수 있는 채널(channel)이 형성되어 소오스 전극(5a)의 데이터 신호가 액티브층(4)을 경유하

여 드레인 전극(5b)으로 전달된다.

반면에, 게이트 전극(2)에 로우 레벨(low level)을 갖는 게이트 신호가 인가되면 액티브층(4)에 형성된 채널이 차단되

어 드레인 전극(5b)으로 데이터 신호의 전송이 중단된다.
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또한, 상기한 바와 같이 본 발명은 게이트 절연막을 형성하는데 있어서, 제1게이트 절연막과 제2게이트 절연막을 증

착하는데 소요되는 증착시간을 보정함으로써 제1증착 장비에서 소요되는 시간과 제2증착 장비에서 소요되는 시간의 

차이를 약3배정도로 감소시킬 수 있다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법은 제1게이트 절연막의 두께를 기존보다 약 1000Å 두껍

게 증착하고 제2게이트 절연막을 기존보다 약 1000Å 얇게 증착하여 제1게이트 절연막 증착 후, 제2게이트 절연막 

및 액티브층을 증착하기 위해 대기해야하는 대기시간을 줄임으로써, 생산효율을 높일 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판을 준비하는 단계와;

상기 기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극 상에 제1게이트 절연막을 증착하는 단계와;

상기 제1게이트 절연막 상에 제1게이트 절연막의 두께보다 얇은 제2게이트 절연막 및 액티브층을 증착하는 단계와;

상기 액티브층 상에 소오스 전극 및 드레인 전극을 형성하는 단계와;

상기 소오스 전극 및 드레인 전극 상에 보호막을 형성하는 단계와;

상기 보호막 상에 드레인 전극의 일부와 접속되는 화소 전극을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정

표시장치의 제조방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 제1게이트 절연막 증착 이후, 제1게이트 절연막의 세정 단계가 추가로 포함되는 것을 특징으

로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 제1게이트 절연막은 약 3000Å 두께로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 제1게이트 절연막은 약 1000Å 두께로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방

법.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 제2게이트 절연막과 액티브층은 동일한 증착장비 내에서 이루어지는 것을 특지으로 하는 액정표시

장치의 제조방법.

청구항 6.
제 1 항에 있어서, 액티브층은 비정질 실리콘과 n+도핑된 비정질 실리콘을 연속 증착한 후, 패터닝하여 형성하는 것

을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 7.
제 1 항에 있어서, 상기 제1게이트 절연막과 제2게이트 절연막/액티브층 및 보호막을 증착하는데 사용되는 증착장비

는 총 9대이고, 이들중 제1게이트 절연막, 제2게이트 절연막/액티브층, 보호막만을 증착하기 위해 할당된 장비는 각

각 1대, 3대, 2대이며 나머지 2대의 증착장비중 1대는 제1게이트 절연막과 제2게이트 절연막의 증착을 겸하며, 다른 

1대는 제2게이트 절연막/액티브층과 보호막의 증착을 겸하여 사용하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법

.

청구항 8.
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기판 상에 형성된 게이트 전극과;

상기 게이트 전극 및 기판 상부 전면에 형성된 제1게이트 절연막과;

상기 제1게이트 절연막 상에 형성되며, 제1게이트 절연막 두께보다 얇게 형성된 제2게이트 절연막과;

상기 제2게이트 절연막 상부에 대응하는 제2게이트 절연막 상에 형성된 액티 브층과;

상기 액티브층 상부에 서로 소정간격 이격되어 형성된 소오스/드레인 전극과;

상기 소오스 전극 및 드레인 전극 상에 형성되며, 드레인 전극의 일부를 노출시키는 보호막과;

상기 보호막 상에 형성되며, 상기 노출된 드레인 전극과 전기적으로 접속되는 화소 전극으로 구성된 것을 특징으로 

하는 액정표시장치.

청구항 9.
제 8항에 있어서, 상기 제1게이트 절연막의 두께는 약 3000Å인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10.
제 8항에 있어서, 상기 제2게이트 절연막의 두께는 약 1000Å인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

도면

도면1

도면2a
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도면2b

도면2c

도면2d

도면2e

도면3a
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도면3b

도면3c

도면3d

도면3e
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도면4
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其他公开文献 KR100876402B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示装置的制造方法技术领域本发明涉及一种液晶显示装置的制造
方法，包括：制备基板;在基板上形成栅电极;在栅电极上形成厚度为3000
埃的第一栅极绝缘膜;在第一栅极绝缘膜上形成厚度为1000埃的第二栅极
绝缘膜和厚度为2000埃的有源层;在有源层上形成源电极和漏电极;在源电
极和漏电极上形成保护膜;并且形成连接到保护膜上的漏电极的一部分的
像素电极。 图3b
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